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บทคดัย่อ 

 

        ในงานวจิยัน้ี  ไดท้าํการเตรียมฟิลม์บาง ของสารก่ึงตวันาํ  CdSxTe1-x ท่ี เคลือบลงบน แผน่

ฐานรองรับท่ีเป็นกระจกสไลดโ์ดย วธีิการระเหยสาร เคมีดว้ยความร้อนในระบบสุญญาก าศจากสาร

ตั้งตน้ท่ีเป็นผงผลึกของ  CdS และ  CdTe ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง   99.999 เปอร์เซนต์   และ  99.999 

เปอร์เซนต ์ตามลาํดบั ในกรณีท่ีสัดส่วนผสมของโมลอะตอมของธาตุ  S ต ํ่ากวา่ 0.2 ของโครงสร้าง

ผลึกของฟิลม์บางท่ีไดจ้ะเป็นแบบคิวบิก หรือแบบซิงคเ์บลนด์ แต่เม่ือ x > 0.2 แลว้โครงสร้างผลึก

ของฟิลม์บางท่ีไดจ้ะเป็นแบบเฮกซะโกนลัหรือแบบเวร์ิทไซท ์จากภาพถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แรง

อะตอม (AFM) พบวา่ถา้สัดส่วนผสมของโมลอะตอมของธาตุ   S  เพิ่มข้ึนจะทาํใหข้นาดของเกรน

ลดลง ค่าช่องวา่งแถบพลงังานของฟิลม์บา งของสารก่ึงตวันาํ  CdSxTe1-x จะมีค่าเปล่ียนจาก  1.50 

อิเล็กตรอนโวลต์  (ของสารก่ึงตวันาํ  CdTe) ไปเป็น 2.40 อิเล็กตรอนโวลต์  (ของสารก่ึงตวันาํ  CdS)  

สาํหรับค่าความตา้นทานแผน่ท่ีอุณหภูมิหอ้งของฟิลม์บาง ของสารก่ึงตวันาํ CdSxTe1-x ท่ียงัไม่ได้

แอนนีลจะมีค่าลดลงตาม สัดส่วนผสมของโมลอะตอมของธาตุ   S  ท่ีเพิ่มข้ึนและค่าความตา้นทาน

แผน่จะลดลงเม่ือมีการฉายแสงจากหลอดฮาโลเจนชนิด  ELH นอกจากน้ียงัพบวา่พลงังานกระตุน้มี

หลายค่าซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากความสูงของกาํแพงศกัยข์องเกรนและ /หรือสถานะกบัดกัประจุท่ี

ปรากฏอยูท่ี่บริเวณรอยต่อระหวา่งเกรน 

คําสําคัญ:  ฟิลม์บางของสารก่ึงตวันาํ CdSxTe1-x, การระเหยความร้อนในระบบสุญญากาศ, XRD  
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ABSTRACT 

 

        In  this research, CdSxTe1-x thin films have been prepared on slide glass substrate by thermal 

evaporation in vacuum using high purity (99.999%) of CdS and (99.999%) of CdTe powder. 

When the S mole ratio less than 0.2 .the crystal structure of  CdSxTe1-x  films was cubic or 

zincblende. However, for x > 0.2 the CdSxTe1-x thin films were grown with hexagonal or 

wurtzite structure. The AFM micrographs show that the grain size decreases when the S content  

increases. As the CdS mole ratio increases, the energy gap value of  CdSxTe1-x  films varies from 

1.50 eV for CdTe to 2.40 eV for CdS. Electrical sheet resistance at room temperature of the                     

as-deposited CdSxTe1-x thin films decreases as a function of S content and the sheet resistance 

decreases under illumination using a halogen (ELH) lamp. Several activation energy values      

may be attributed to barrier height and/or trap states appearing at intergrain boundaries 
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